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К настоящему моменту в литературе представлен достаточно большой объём как экспериментальных, так и теоретических данных, описывающих процесс распыления полупроводниковых материалов. Однако до сих пор существует крайне мало исследований, посвящённых ионному распылению полупроводников группы A3B5, в то время как они являются достаточно перспективными материалами современной нанотехнологии. 
В работе получены экспериментальные угловые зависимости коэффициентов распыления InP, InSb и InAs при бомбардировке ионами галлия с энергией 30 кэВ. Угол падения ионов  изменялся от 0 до 85⁰, флюенс D = 5·1017 см-2. Методом ВИМС на установке IONTOF5 измерено содержание имплантированных ионов в приповерхностном слое образцов при различных  и D. Методами СЭМ (SUPRA 40) и АСМ (СММ-2000) исследована топография облучённой поверхности. Экспериментальные результаты сравниваются с данными математического моделирования в программе TRIDYN. Полученные результаты обсуждаются в рамках теории каскадного распыления П. Зигмунда и различных моделей связи атомов в составном веществе, а также сравниваются с имеющимися данными в литературе /1/ и /2/. 
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